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(57)【要約】
【課題】接合層を形成する紫外線硬化樹脂を硬化する際
の紫外光による薄膜トランジスタの半導体層へのダメー
ジを抑制できる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶モジュールは、画像を表示する複数の
画素を有する表示領域と、少なくとも表示領域を覆う偏
光板と、複数の薄膜トランジスタ38とを備える。接合層
は、紫外線硬化樹脂により形成され偏光板とパネルとの
間に充填されて液晶モジュールとパネルとを一体的に接
合する。薄膜トランジスタ38は、半導体層45と、ゲート
電極47と、ソース電極51及びドレイン電極52とを有する
。半導体層45は、チャネル領域45c及びチャネル領域45c
の両側に位置するソース領域45s及びドレイン領域45dを
備える。少なくとも偏光板よりも外方に位置する薄膜ト
ランジスタ38のチャネル領域45cの反表示側を覆う遮光
層42が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する複数の画素を有する表示領域と、少なくともこの表示領域を覆う偏光板
と、複数の薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置本体と、
　この液晶表示装置本体の表示側に位置するパネルと、
　紫外線硬化樹脂により形成され前記偏光板と前記パネルとの間に充填されて前記液晶表
示装置本体と前記パネルとを一体的に接合する接合層とを具備し、
　前記薄膜トランジスタは、
　チャネル領域及びこのチャネル領域の両側に位置するソース領域及びドレイン領域を備
えた半導体層と、
　前記チャネル領域に対向して位置するゲート電極と、
　前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びド
レイン電極とを有し、
　少なくとも前記偏光板よりも外方に位置する前記薄膜トランジスタの前記チャネル領域
の反表示側を覆う遮光層が設けられている
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記液晶表示装置本体は、前記表示領域の外方に配置され、前記ゲート電極へと前記画
素の駆動用の信号を出力するバッファ回路を有するドライバを備え、
　前記薄膜トランジスタは、前記バッファ回路の一部を構成している
　ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタは、ｐチャネル型である
　ことを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　画像を表示する複数の画素を有する表示領域と、この表示領域を囲う周辺領域と、少な
くともこの周辺領域に位置する複数の薄膜トランジスタとを備えた表示装置本体を具備し
、
　前記周辺領域に位置する薄膜トランジスタは、
　チャネル領域及びこのチャネル領域の両側に位置するソース領域及びドレイン領域を備
えた半導体層と、
　前記チャネル領域に対向して位置するゲート電極と、
　前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びド
レイン電極とを有し、
　少なくとも前記周辺領域に位置する前記薄膜トランジスタの前記チャネル領域の反表示
側を覆う遮光層が、前記チャネル領域の幅と略等しい幅に設けられている
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　前記周辺領域に配置され、前記ゲート電極への前記画素の駆動用の信号を出力するバッ
ファ回路を有するドライバを備え、
　前記薄膜トランジスタは、前記バッファ回路の一部を構成している
　ことを特徴とする請求項４記載の表示装置。
【請求項６】
　前記バッファ回路は、ｐチャネル型の薄膜トランジスタとｎチャネル型の薄膜トランジ
スタとによるＣＭＯＳ構造をなし、
　前記遮光層は、少なくともいずれかの前記薄膜トランジスタに対応して設けられている
　ことを特徴とする請求項５記載の表示装置。
【請求項７】
　前記遮光層は、ｐチャネル型の前記薄膜トランジスタに対応して設けられている
　ことを特徴とする請求項６記載の表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、画像を表示する複数の画素を有する表示領域を備えた液晶表示装
置および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビジョン受像機、携帯電話機、スマートフォン、タブレットＰＣなどの多機
能型携帯端末あるいはＰＣなどの表示装置として、液晶表示装置が用いられている。そし
て、特に携帯電話機やスマートフォン、あるいは多機能型携帯端末などの携帯機器におい
ては、液晶表示装置本体(液晶パネル)の表面に配置された偏光板と、保護カバーやタッチ
パネルなどのパネルとの間に、透明樹脂を充填して両者を一体的に固定した、いわゆるス
クリーンフィット構造が採用されることがある。
【０００３】
　スクリーンフィット構造の液晶表示装置は、パネルと液晶表示装置本体とが一体化され
ていることにより強度が向上し、落下などによる衝撃に対する耐性が向上するだけでなく
、透明樹脂とパネル及び偏光板との光学的な整合をとることで視認性が向上する。
【０００４】
　このようなスクリーンフィット構造には、透明樹脂として例えば紫外線硬化樹脂が用い
られる。そして、液晶表示装置本体の偏光板とパネルとを、流体状の紫外線硬化樹脂によ
り貼り合わせた後、紫外光を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させることで、液晶表示装置
本体とパネルとを一体的に固定する。このとき、照射される紫外光は、短波長領域がカッ
トされる偏光板を用いることで、偏光板の背後に位置する薄膜トランジスタについては紫
外光によりダメージを受けにくいものの、偏光板よりも外方に位置する薄膜トランジスタ
については、照射される紫外光により半導体層にダメージを受けて動作不良とならないよ
うに対策が必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－７２１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、接合層を形成する紫外線硬化樹脂を硬化する際の紫
外光による薄膜トランジスタの半導体層へのダメージを抑制できる液晶表示装置および表
示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の液晶表示装置は、液晶表示装置本体と、パネルと、接合層とを有する。液晶
表示装置本体は、画像を表示する複数の画素を有する表示領域と、少なくともこの表示領
域を覆う偏光板と、複数の薄膜トランジスタとを備える。パネルは、液晶表示装置本体の
表示側に位置する。接合層は、紫外線硬化樹脂により形成され偏光板とパネルとの間に充
填されて液晶表示装置本体とパネルとを一体的に接合する。薄膜トランジスタは、半導体
層と、ゲート電極と、ソース電極及びドレイン電極とを有する。半導体層は、チャネル領
域及びこのチャネル領域の両側に位置するソース領域及びドレイン領域を備える。ゲート
電極は、チャネル領域に対向して位置する。ソース電極及びドレイン電極は、ソース領域
及びドレイン領域にそれぞれ電気的に接続される。そして、少なくとも偏光板よりも外方
に位置する薄膜トランジスタのチャネル領域の反表示側を覆う遮光層が設けられている。
【０００８】
　また、実施形態の表示装置は、画像を表示する複数の画素を有する表示領域と、この表
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示領域を囲う周辺領域と、少なくともこの周辺領域に位置する複数の薄膜トランジスタと
を備えた表示装置本体を有する。周辺領域に位置する薄膜トランジスタは、半導体層と、
ゲート電極と、ソース電極及びドレイン電極とを有する。半導体層は、チャネル領域及び
このチャネル領域の両側に位置するソース領域及びドレイン領域を備える。ゲート電極は
、チャネル領域に対向して位置する。ソース電極及びドレイン電極は、ソース領域及びド
レイン領域にそれぞれ電気的に接続される。そして、少なくとも周辺領域に位置する薄膜
トランジスタのチャネル領域の反表示側を覆う遮光層が、チャネル領域の幅と略等しい幅
に設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態の表示装置の一部を示す図２のＩ－Ｉ相当位置の断面図である。
【図２】同上薄膜トランジスタの一部を示す平面図である。
【図３】(a)は同上表示装置の回路図、(b)はドライバの一部を示す回路図である。
【図４】(a)は表示装置の平面図、(b)は表示装置の側面図である。
【図５】第２の実施形態の表示装置の一部を示す図６のII－II相当位置の断面図である。
【図６】同上薄膜トランジスタの一部を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、第１の実施形態の構成を図１ないし図４を参照して説明する。
【００１１】
　図４(b)において、11は表示装置である液晶表示装置(ＬＣＤ)を示し、この液晶表示装
置11は、例えば携帯電話機、スマートフォンあるいはタブレットＰＣなどの多機能型携帯
端末に用いられ、本実施形態では、表示装置本体としての液晶表示装置本体である液晶モ
ジュール13と、面状光源装置であるバックライト14とを図示しないフレームに収容した、
いわゆる透過型の液晶表示装置である。そして、液晶モジュール13の表示側である表側に
は、例えばタッチパネル、あるいは保護カバーなどの、少なくとも保護機能を備えたパネ
ル15が接合層16を介して貼り合わせられている。
【００１２】
　液晶モジュール13は、一の基板としてのアレイ基板21と、他の基板である対向基板22と
が互いに対向配置され、これら基板21，22間に光変調層である液晶層23が介在されて、ア
レイ基板21と対向基板22とが図示しないシール部により周縁部近傍で互いに貼り合わされ
て液晶層23が基板21，22間に保持されている。また、この液晶モジュール13は、アレイ基
板21の後側(バックライト14側)である背面側と、対向基板22の前側(表示面側)とのそれぞ
れに、偏光板24，25が貼着されている。そして、この液晶モジュール13は、例えば複数の
画素(副画素)Ｐが四角形状の表示領域(アクティブエリア)26にマトリクス状に形成されカ
ラー表示が可能なアクティブマトリクス型のものである。したがって、この液晶モジュー
ル13の表示領域26の周囲には、この表示領域26を囲い画素Ｐが配置されていない周辺領域
27が形成されている。
【００１３】
　アレイ基板21は、四角形平板状の透光性を有する絶縁基板としてのガラス基板31の液晶
層23側の主面上に、図３(a)に示すように複数の走査線(ゲート線)32と複数の信号線33と
が互いに絶縁された状態で略直交するように格子状に配設され、これら走査線32と信号線
33とのそれぞれの交差位置に、スイッチング素子である表示用薄膜トランジスタ(ＴＦＴ)
34が設けられ、これらを覆って液晶層23の液晶分子の配向用の図示しない配向膜が形成さ
れている。
【００１４】
　表示用薄膜トランジスタ34は、ゲート電極に走査線32が電気的に接続され、ソース電極
に信号線33が電気的に接続されているとともに、ドレイン電極に透明電極である図示しな
い画素電極が電気的に接続されており、走査線駆動回路である(第１の)ドライバとしての
ゲートドライバ35からの信号が走査線32を介してゲート電極に印加されることでスイッチ
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ング制御され、信号線駆動回路であるソースドライバ36から信号線33を介して入力された
信号に対応して画素電極に電圧を印加するものである。
【００１５】
　ゲートドライバ35は、図示しないシフトレジスタ回路、及びバッファ回路(出力バッフ
ァ回路)Ｂ(図３(b))を備えており、外部から供給される走査スタートパルスを順次次段に
転送し、バッファ回路Ｂを介して各行の画素Ｐに制御信号を供給するものである。このゲ
ートドライバ35は、表示領域26の水平方向Ｈの外方の周辺領域27に配置されており、偏光
板24，25に対して外方に位置している。そして、バッファ回路Ｂは、偏光板24，25に対し
て外方、本実施形態では周辺領域27に配置されており、図３(b)に示すように、例えばｐ
チャネル型の薄膜トランジスタ38と、ｎチャネル型の薄膜トランジスタ39とを備えるＣＭ
ＯＳインバータ回路となっている。
【００１６】
　薄膜トランジスタ38は、例えばトップゲート型の薄膜トランジスタであり、図１及び図
２に示すように、ガラス基板31上に形成された絶縁性のアンダーコート層41上に遮光層42
が形成されており、この遮光層42を覆ってアンダーコート層41上に絶縁膜43が形成されて
いる。この絶縁膜43上には、半導体層45が形成されており、この半導体層45を覆って層間
絶縁膜46が形成されている。さらに、この層間絶縁膜46上にゲート電極47が形成され、こ
のゲート電極47を覆って例えばシリコン酸化膜などのゲート絶縁膜48が形成されている。
そして、このゲート絶縁膜48上に形成されたソース電極51及びドレイン電極52が、このゲ
ート絶縁膜48及び層間絶縁膜46を貫通するコンタクトホール53，54を介して半導体層45と
電気的に接続されているとともに、これらソース電極51及びドレイン電極52を覆って層間
絶縁膜55が形成されている。
【００１７】
　遮光層42は、例えば黒色の合成樹脂などにより島状に形成され、半導体層45に対してバ
ックライト14側、すなわち背面側に位置している。この遮光層42は、ゲート電極47と交差
する方向に沿って長手状に形成されている。
【００１８】
　半導体層45には、例えばポリシリコン(ｐ－Ｓｉ)により構成され、チャネル領域45cと
、このチャネル領域45cの両側に位置するソース領域45s及びドレイン領域45dとを備えて
いる。そして、この半導体層45のチャネル領域45cの反表示側、すなわち背面側に遮光層4
2が対向して位置している。
【００１９】
　なお、後述するように、入射される紫外光による影響が大きいのはチャネル領域45cで
あるため、遮光層42の幅(図２中の左右方向の寸法)は少なくともチャネル領域45cの幅と
略等しい、すなわち実質的に同等であれば、紫外光による半導体層45へのダメージを効果
的に抑制できる。
【００２０】
　ゲート電極47は、例えばモリブデン・タングステン(ＭｏＷ)などの導電性を有する部材
により形成されており、薄膜トランジスタ39のゲート電極と電気的に接続されている。本
実施形態では、ゲート電極47は、走査線32から互いに平行に分岐された一対のゲート電極
47a，47bが設定される、いわゆるダブルゲート構造となっている。そして、このゲート電
極47は、半導体層45のチャネル領域45cの上方に対向して位置している。したがって、こ
のゲート電極47の背面側に、チャネル領域45cと遮光層42とが順次離間されて位置してい
る。
【００２１】
　ソース電極51及びドレイン電極52は、例えばアルミニウムなどの導電性を有する部材に
より形成されている。ソース電極51は、高電位電源である例えば８．０Ｖなどの表示用薄
膜トランジスタ34(図３(a))のオン信号電圧(VGH)が供給されている。そして、これらソー
ス電極51及びドレイン電極52は、半導体層45のソース領域45s及びドレイン領域45dと電気
的に接続されている。
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【００２２】
　また、薄膜トランジスタ39は、図示しないが、遮光層42を除き、薄膜トランジスタ38と
同様の構造となっており、半導体層が薄膜トランジスタ38の半導体層45と逆極性となって
いる。そして、この薄膜トランジスタ39は、ゲート電極57が薄膜トランジスタ38のゲート
電極47と電気的に接続されてシフトレジスタ側と電気的に接続されるバッファ回路Ｂの入
力端子となっており、ソース電極58には、低電位電源である例えば－７．０Ｖなどの表示
用薄膜トランジスタ34(図３(a))のオフ信号電圧(VGL)が供給され、ドレイン電極59は、薄
膜トランジスタ38のドレイン電極52と電気的に接続されて走査線32と電気的に接続される
バッファ回路Ｂの出力端子となっている。
【００２３】
　ソースドライバ36は、表示領域26の垂直方向Ｖの外方の周辺領域27に配置されており、
偏光板24，25に対して外方に位置し、映像信号を複数の信号線33に並列的に供給するもの
である。
【００２４】
　対向基板22は、透光性を有しアレイ基板21のガラス基板31に対応する四角形平板状の絶
縁基板であるガラス基板61上に、例えば着色層であるカラーフィルタ層が形成されている
とともに、このカラーフィルタ層を覆って、図示しない透明電極としての共通電極である
対向電極(コモン電極)が形成され、かつ、この対向電極を覆って、液晶層23の配向用の配
向膜が形成されている。
【００２５】
　対向電極は、各画素(副画素)Ｐのコモン電位を設定するものである。なお、この対応電
極は、液晶モードによってはアレイ基板21側に設けられていてもよい。
【００２６】
　カラーフィルタ層は、各画素(副画素)Ｐに対応して例えばＲ(赤)、Ｇ(緑)、Ｂ(青)など
の着色部が合成樹脂などによりストライプ状に形成されている。なお、このカラーフィル
タ層は、アレイ基板21側に設けられていてもよい。また、液晶モジュール13が例えばモノ
クロ表示など、カラー表示をしないものである場合には、このカラーフィルタ層は設ける
必要がない。
【００２７】
　液晶層23は、細長形状に形成された図示しない液晶分子を多数備え、各画素(副画素)Ｐ
において、画素電極と対向電極との間に形成される電界に沿って液晶分子の配向方向が可
変することにより、偏光板24，25とともに各画素(副画素)Ｐでの表示状態を制御可能なも
のである。
【００２８】
　偏光板24，25は、例えば四角形状に形成され、表示領域26全体を覆って配置されており
、周辺領域27(図４(a))に外縁部の一部が掛かって位置している。なお、液晶表示装置11
が反射型の場合には、偏光板25は不要である。
【００２９】
　また、バックライト14は、図示しない光源からの光を導光体である図示しない導光板な
どにより面状光に変換して液晶モジュール13の偏光板25側に照射するものである。
【００３０】
　一方、パネル15は、略平板状に形成され、少なくとも表示領域26に対応する箇所が透光
性を有している。このパネル15は、表示側から見て液晶モジュール13と略等しい大きさの
四角形状、あるいはこの液晶モジュール13よりも大きい四角形状に形成されている。
【００３１】
　接合層16は、紫外線硬化樹脂により形成されており、透光性を有し、偏光板24を覆って
この偏光板24とパネル15との間に充填されている。なお、この接合層16は、界面反射を抑
制するために、偏光板24及びパネル15との屈折率の差が小さい、すなわち光学的に整合が
とれていることが望ましい。
【００３２】
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　次に、上記第１の実施形態の製造方法を説明する。
【００３３】
　まず、液晶モジュール13は、概略として、アレイ基板21と対向基板22とを、それぞれ周
知の成膜及びパターニング工程を繰り返し用いることでそれぞれ別個に形成し、これらア
レイ基板21と対向基板22とを液晶層23を介在させて互いにシール部により貼り合わせた後
、偏光板24，25を取り付けて構成する。
【００３４】
　そして、この液晶モジュール13の偏光板24に対して、流体状の紫外線硬化樹脂を塗布し
、別途用意したパネル15を貼り合わせる。
【００３５】
　この状態で、所定の処理室内に液晶モジュール13及びパネル15を配置し、紫外光を照射
することで紫外線硬化樹脂を硬化させて接合層16を形成し、液晶モジュール13とパネル15
とを一体的に貼り合わせる。
【００３６】
　このとき、紫外光は、各種の印刷などが施されたパネル15の表面側からではなく、背面
側から照射する。照射する紫外光としては、２５０ｎｍ～５００ｎｍの波長帯のものを用
いることで、紫外線硬化樹脂の短時間での硬化を可能とし、タクトタイムの短縮を図るこ
とができる。
【００３７】
　ここで、偏光板25に向かう紫外光は、この偏光板25によって短波長帯(３７０ｎｍ以下)
がフィルタリングされることで、偏光板25の範囲内に位置する表示用薄膜トランジスタ34
に対しては、３７０ｎｍより長い波長の紫外光が当たる。一方で、偏光板25の外方(周辺
領域27)に位置する薄膜トランジスタ38，39に対しては、上記のような偏光板25によるフ
ィルタリングが生じないため、２５０ｎｍ～５００ｎｍの波長帯の紫外光が向かう。そこ
で、薄膜トランジスタ38では、遮光層42がこの紫外光を遮断し、この紫外光の半導体層45
のチャネル領域45cへの入射を阻止する。
【００３８】
　このため、本実施形態によれば、接合層16を形成する紫外線硬化樹脂を硬化する際の紫
外光、特に短波長帯の紫外光による薄膜トランジスタ38の半導体層45のチャネル領域45c
へのダメージを抑制できる。すなわち、短波長帯の紫外光が半導体層45に入射すると、ｐ
チャネル型の薄膜トランジスタ38の場合、閾値電圧(Vth)が浅くなる方向、換言すれば、
ゲートオフ時間(Toff)が長くなる方向にシフトする。ゲートドライバ35のバッファ回路Ｂ
はパルス信号を制御信号として出力するインバータ回路であるため、このバッファ回路Ｂ
を構成する薄膜トランジスタ38が殆どの時間オフ、薄膜トランジスタ39が殆どの時間オン
となるので、薄膜トランジスタ38のゲートオフ時間が長いほど薄膜トランジスタ38のソー
ス電極51から薄膜トランジスタ39のソース電極58への貫通電流(およびリーク電流)Ｉが大
きくなる。特に、バッファ回路Ｂに用いられる薄膜トランジスタ38は、ゲート幅(いわゆ
るＷ長)が大きいため、貫通電流(およびリーク電流)Ｉが大きくなる。この過電流により
ゲートドライバ35から出力されるオン信号電圧及びオフ信号電圧の電位がそれぞれ低下し
、動作停止や出画不良を招くおそれがある。そこで、上記のように、遮光層42によって半
導体層45(チャネル領域45c)への紫外光の入射を阻止することで、このようなダメージに
起因する閾値電圧(Vth)の低下を防止し、消費電流の増加及び出画不良などの発生を防止
できる。
【００３９】
　なお、ｎチャネル型の薄膜トランジスタ39については、紫外光により半導体層がダメー
ジを受けたときに閾値電圧(Vth)が深い方向にシフトするため、紫外光を遮光しなくても
影響が少ない。したがって、消費電流寄与度が大きいｐチャネル型の薄膜トランジスタ38
のみに遮光層42を設けるので、遮光層42を必要最小限とし、多数の薄膜トランジスタに対
して遮光層を設ける場合と比較して、歩留まりの低下を防止できる。
【００４０】
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　また、液晶モジュール13にパネル15を貼り合わせた後は、バックライト14とともにフレ
ーム内に収容して液晶表示装置11が完成する。このように完成した液晶表示装置11を駆動
したとき、バックライト14からの照射光の一部が薄膜トランジスタ38，39に向かうが、薄
膜トランジスタ38では、遮光層42がこのバックライト14からの照射光を遮断し、この照射
光の半導体層45のチャネル領域45cへの入射が阻止される。
【００４１】
　このため、薄膜トランジスタ38での光リーク電流を抑制でき、この光リーク電流に起因
する消費電流を抑制できる。
【００４２】
　したがって、低消費電流(低消費電力)の液晶表示装置11を提供できる。
【００４３】
　なお、上記第１の実施形態において、図５及び図６に示す第２の実施の形態のように、
薄膜トランジスタ38は、ゲート電極47を１つ備えたシングルゲート構造としてもよいし、
３つ以上のマルチゲート構造としてもよい。
【００４４】
　また、表示用薄膜トランジスタ34を含む、全ての薄膜トランジスタに対しても、半導体
層のチャネル領域の背面側に遮光層を設けてもよい。特に、透過型の液晶表示装置11の場
合、バックライト14から薄膜トランジスタに入射する光によりオフリーク電流が大きくな
って上記の貫通電流Ｉが大きくなることを防止でき、薄膜トランジスタでの消費電流を低
減して、例えば液晶表示装置11を携帯型端末に用いる場合のバッテリの寿命が必要以上に
短くなることがない。
【００４５】
　さらに、液晶表示装置11は、入射光を画素電極によって反射させることで画像を表示す
る反射型としてもよいし、画素Ｐの一部を透過型、他部を反射型とする半透過型としても
よい。
【００４６】
　また、遮光層42は、ｎチャネル型の薄膜トランジスタ39に対応して設けてもよいし、薄
膜トランジスタ38，39のそれぞれに対応して設けてもよい。
【００４７】
　また、表示装置として液晶表示装置11を例に挙げ、少なくとも偏光板24，25よりも外方
に位置する薄膜トランジスタ38のチャネル領域45cの反表示側を覆う遮光層42を設ける構
成としたが、液晶表示装置11に限らず、例えば有機ＥＬ表示装置などの表示装置とし、遮
光層42を、周辺領域27に位置する薄膜トランジスタ38のチャネル領域45cの反表示側を覆
うように設ける構成としてもよい。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４９】
　11　　表示装置である液晶表示装置
　13　　表示装置本体としての液晶表示装置本体である液晶モジュール
　15　　パネル
　16　　接合層
　24，25　　偏光板
　26　　表示領域
　27　　周辺領域
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　35　　ドライバであるゲートドライバ
　38　　薄膜トランジスタ
　39　　薄膜トランジスタ
　42　　遮光層
　45　　半導体層
　45c 　チャネル領域
　45d 　ドレイン領域
　45s 　ソース領域
　47　　ゲート電極
　51　　ソース電極
　52　　ドレイン電極
　Ｂ　　バッファ回路
　Ｐ　　画素

【図１】

【図２】

【図３】
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